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Sposéb pokrywania przewodzacy warstwa antykorozyjng
elementéw urzadzen elektronicznych
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Przedmiotem wynalazku jest spos6b pokrywania -

przewodzaca warstwa antykorozyjng elementéw u-
rzadzen elektronicznych, zwlaszcza elementéw sty-
kowych.

Znane sg galwaniczne sposoby pokrywama ele-
mentéw metalowych przewodzgcg warstwg anty-
korozyjng w celu zabezpieczenia podzespoléw elek-
tronicznych przed wplywami atmosferycznymi oraz
polepszenia ich parametréw elektrycznych.

Do pokrywania galwanicznego stosuje sie metale
szlachetne takie jak: srebro, zloto, platyna, rod.
Przyczepno§é¢ do podloza nalozonych galwanicznie
‘metali szlachetnych jest jednakze zalezna od ma-
terialu podioza i w przypadku zastosowania pod-
Yoza stalowego niedostateczna. Roéwniez stopien
gtadkoSci powierzchni pokrycia oraz jej szczelno$é,

"a tgkie przewodno$é elektryczna oraz wtasciwos$ci

Jutownicze bardzo czesto sa niezadowalajgce, co
powoduje wystepowanie brakéw szczegblnie przy
automatyzacji procesu lutowania podzespoléw elek-
tronicznych.

Celem wynalazku bylo opracowanie takle] me-
tody pokrywania elementéw elektronicznych prze-
wodzacg warstwa ochronng, ktéra zapewnilaby
uzyskanie odpowiednich parametré6w elektrycznych

i mechanicznych elementéw stykowych wykonanych

na podlozu stalowym, ze szczegbélnym uwzglednie-
niem przydatnoSci sposobu do automatyzacji pro-
cesu technologicznego.

Istota wynalazku polega na galwanicznym po-
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kryciu elementu warstwa miedzi znang metoda re-
wersyjna, poddaniu go operacji spiekania w piecu
7. atmosferg redukujgcg, nastepnie galwanicznym
pokryciu warstwg srebra znang metodg rewersyjna
i ponownym spiekaniu w wysokiej temperaturze
i atmosferze redukujacej. Zastosowany przyklado-
wo spos6b wedlug wynalazku przewiduje dobranie
temperatury spiekania w zaleznosci od materiatu
podloza w przedziale od 700°C do. 1000°C. Czas
spiekania zalezny jest od masy i wymiaréw elemen-
tu pokrywanego. W .czasie tym néstepuje dyfuzja .
miedzi do materialu podloza i wytworzenie sie
warstwy przej§ciowej dobrze przylegajacej do pod-
loza. Po ostudzeniu elernentu w atmosferze redu-
kujacej do temperatury pokojowej pokrywa sie
element galwanicznie metodg rewersyjng warstwa
srebra a nastepnie powtarza sie proces spiekania,
podczas ktérego przez dyfuzje wytwarza sie przej-
Sciowa warstwa spieczonego srebra.

Pokryte sposobem wediug wynalazku elementy
charakteryzujg sie dobrymi parametrami mecha-
nicznymi, elektrycznymi i klimatycznymi. Sposé6b
pokrywania wedlug wynalazku mozna w pelni zau-
tomatyzowaé, co stanowi jego bardzo istotng za-
lete.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b pokrywahia przewodzacg warstwag anty-
korozyjng elementéw urzgdzenn elektronicznych,
zwlaszcza elementéw stykowych, znamienny tym,
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7e galwanicznie pokryty warstwg miedzi znang me- znanym sposobem warstwg srebra i ponownie pod-
todg rewersyjng element spieka sie w atmosferze daje spiekaniu w wysokiej temperaturze i atmosfe--
redukujacej, po wystudzeniu pokrywa galwanicznie rze redukujacej.
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